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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年9月6日(2012.9.6)

【公表番号】特表2011-529121(P2011-529121A)
【公表日】平成23年12月1日(2011.12.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-048
【出願番号】特願2011-520155(P2011-520155)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  71/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  71/10    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   7/00    　　　　
   Ｈ０１Ｂ   1/22    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月23日(2012.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）銀フレークを含む導電性組成物を、
　（ｂ）（ｉ）フェノキシ樹脂を、（ｉｉ）有機溶媒中に溶解させて含む有機媒体、
に分散させて含む組成物であって、
　前記銀フレークが全組成物の７６．０～９２．０重量パーセントであり、前記フェノキ
シ樹脂が全組成物の２．０～６．５重量パーセントである組成物
【請求項２】
　（ａ）銀フレークを含む導電性組成物と、
　（ｂ）（ｉ）フェノキシ樹脂、（ｉｉ）有機溶媒を含む有機媒体と、
を含む組成物であって、
　銀対フェノキシ樹脂の比が１３：１～３５：１の間である組成物。
【請求項３】
　薄膜太陽電池上で銀格子を形成する方法であって、
（ａ）スパッタポリエステルである基板に請求項１に記載の組成物を適用する工程と、
（ｂ）前記組成物を前記基板上で乾燥させる工程と
を含む方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の組成物を含む銀格子線を含む薄膜太陽電池。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法によって形成された薄膜太陽電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本明細書の実施例において、接触抵抗率は、一連の銀線を、間隔を変えて、酸化透明導
電（インジウムスズ酸化物）に印刷することで測定した。銀インクを標準状態で乾燥させ
た。接触抵抗率を算出するために、間隔に対する線の抵抗をプロットすることによる伝送
線路法を使用した。ｙ切片は、２×接触抵抗率を表す。
　なお、本発明は、特許請求の範囲を含め、以下の発明を包含する。
１．（ａ）銀フレークを含む導電性組成物を、
　（ｂ）（ｉ）フェノキシ樹脂を、（ｉｉ）有機溶媒中に溶解させて含む有機媒体、
に分散させて含む組成物であって、
　前記銀フレークが全組成物の７６．０～９２．０重量パーセントであり、前記フェノキ
シ樹脂が全組成物の２．０～６．５重量パーセントである組成物
２．前記有機媒体が全組成物の８．０～２４．０重量パーセントである請求項１に記載の
組成物。
３．前記フェノキシ樹脂が全組成物の２．２～５．９重量パーセントである請求項１に記
載の組成物。
４．前記有機溶媒が、ジエチレングリコールエチルエーテルアセテート（カルビトールア
セテート）、二塩基性エステルおよびＣ－１１ケトンからなる群から選択される１つ以上
の成分を含む請求項１に記載の組成物。
５．（ａ）銀フレークを含む導電性組成物と、
　（ｂ）（ｉ）フェノキシ樹脂、（ｉｉ）有機溶媒を含む有機媒体と、
を含む組成物であって、
　銀対フェノキシ樹脂の比が１３：１～３５：１の間である組成物。
６．薄膜太陽電池上で銀格子を形成する方法であって、
（ａ）スパッタポリエステルである基板に請求項１に記載の組成物を適用する工程と、
（ｂ）前記組成物を前記基板上で乾燥させる工程と
を含む方法。
７．前記ポリエステルがインジウムスズ酸化物でスパッタされる請求項６に記載の方法。
８．請求項１に記載の組成物を含む銀格子線を含む薄膜太陽電池。
９．請求項６に記載の方法によって形成された薄膜太陽電池。
１０．前記ポリエステルが酸化亜鉛でスパッタされる請求項６に記載の方法。
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